Transistors MOS - Mémento
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Transistor NMOS - canal induit
Ce ftransistor est commandé par la tension VGS
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e Courantde drain, ID dépend de VGS
e Courantde grille, 1IG =0 : grille isolée

Modéle basique
On peut retenir les résultats simples
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Transistor blogué Transistor passant

Polarisation

Cette structure estfréquente. Le transistor controle le
courantdans la résistance suivant le potentiel VG
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e Le courantde drain, ID, entre dans le transistor
e Les tensions VGS et VDS sont positives

Transistor PMOS - canal induit
Ce ftransistor est commandé par la tension VSG

e Courantde drain, ID dépend de VSG
e Courantde grille, IG=0 : grille isolee

Modeéele basique
On peut retenir les resultats simples
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Transistor bloqué Transistor passant

Polarisation
Cette structure estfréquente. Le transistor controle le
courant dans la résistance suivant le potentiel VG
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e Le courantde drain, ID, sort du transistor
e Les tensions VGS et VDS sont négatives
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